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উে#খ SI-ESF-M-BIPV-GG-
ইেলক(কাল ক*াের,ার-. STC
ম্যাকজিমাম পাওয়ার [Pmpp] ডব্লিউপি 310 315 320 325
শক্তি নির্বাচন [Pmpp] ডব্লিউপি
ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [Vmpp] ভোল্টস 33,60 33,90 34,02 34,14
কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার [Impp] অ্যাম্পিয়ার 9,22 9,30 9,42 9,51
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ [Voc] ভোল্টস 40,86 41,20 41,27 41,29
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [Isc] অ্যাম্পিয়ার 9,66 9,81 9,96 10,06
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ [Vsyst] ভোল্টস
ম্যাক্সিমাম সিরিজ ফিউজ [Icf] অ্যাম্পিয়ার
এফিসিয়েন্সি [ηm] % 18,64 18,97 19,29 19,54
ফর্ম ফ্যাক্টর [FF] % 78,49 78,00 77,96 78,16
ইেলক(কাল ক*াের,ার-. NMOT
ম্যাকজিমাম পাওয়ার [Pmpp] ডব্লিউপি 228 232 236 239
ম্যাকজিমাম পাওয়ার [Vmpp] ভোল্টস 30,59 30,87 30,98 31,08
ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [Impp] অ্যাম্পিয়ার 7,49 7,55 7,65 7,72
কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার [Voc] ভোল্টস 37,35 37,66 37,72 37,74
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [Isc] অ্যাম্পিয়ার 7,83 7,96 8,08 8,16
ম*াকািনকাল ক*াের,ার-.
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জংশন ব.
সুরক্ষা Grade IP
ডায়োডেস (বাইপাস) Bypass কুয়ান্টিটি
ক্যাবলস (+/-) কুয়ান্টিটি

দৈর্ঘ্য
অধ্যায়

কানেক্টরস (+/-) মডেল
কুয়ান্টিটি

থাম7াল ক*াের,ার-.
তাপমাত্রা সহগ অব সর্ট সার্কিট কারেন্ট α [Isc] %/º C
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ β [Voc] %/º C
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার γ [Pmpp] %/º C
তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [Impp] %/º C
তাপমাত্রা সহগ অব ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [Vmpp] %/º C
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা [NMOT] º C
টলাের9
ওয়ারকিং টেম্পারেচার º C
ডাইলেক্ট্রিক ইসোলেশন ভোল্টেজ V/DC
রিলেটিভ হিউমিডিটি %
ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স Pa
ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি Pa
সর্বাধিক শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের ∅

m/s
স্থল পরিবাহিতা ῼ
সহ্য করার ক্ষমতা ῼ
:;ণীিবভাগ
আবেদন ক্লাস
নিরাপত্তা ক্লাস
ফায়ার রেসিস্টান্স ক্লাস
দূষণ ডিগ্রী
উপাদান গ্রুপ
সুরক্ষা কারণ
গ*ারা@
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস ইয়ারস
কর্মক্ষমতা 90% রেট পাওয়ার ক্ষমতা ইয়ারস

80% রেট পাওয়ার ক্ষমতা ইয়ারস
বণ7না

15

িসিলকন :সল :ফােটােভালটাইক :সৗর মিডউল mono (sc-Si), িবআইিপিভ-কাচ/কাচ িসিরজ, Hাপত* ই@েJশন জন*, িনম7াতা :সালার ইেনাভা :থেক, 
ম*াকিজমাম পাওয়ার (Wp) 310-325 W, ম*াকিজমাম পাওয়ার (Vmp) 33,60-34,14 V, :ভােMজ এট ম*াি.মাম পাওয়ার (Imp) 9,22-9,51 A, কােরO এট 
ম*ি.মাম পাওয়ার (Voc) 40,86-41,29 V, শট7  সাPকQট কােরO (Isc) 9,66-10,06 A, এিফিসেয়ি9 18,64-19,54 %, িনেয় গRত 120 :কাষ, সামেনর Tর :টUাড7  
Vাস পুরX 3,2 এমএম, :কােষর এনক*াপসুেলশন Tর EVA, িপছেনর Tর :টUাড7  Vাস পুরX 3,2 এমএম, জংশন ব. (ডােয়ােডস, ক*াবলস 4 এমএম2, 900 এমএম 
এবং কােন,রস MC-T4), ওয়ারিকং :টUােরচার -40/+85 ºC, মাZা 992x1675 এমএম, ওয়াই[ :রিস\া9 2400 Pa, ম*াকািনকাল :লাড- িবয়ািরং ক*াপািস] 
8000 Pa, ওজন 29,12 :কিজ
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